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Introducao |

Dentre os materiais inorganicos, os aluminatos de
lantanideos tém sido foco de pesquisas centradas
no estudo de suas propriedades estruturais e
espectroscépicas visando a utlizacdo desses
compostos como cintiladores devido a sua potencial

aplicacdo em  tomografia  computadorizada,
tomografia de emissdo de pésitron. Estes
compostos  apresentam  densidade elevada,

estabilidade quimica e estrutura tipo peroviskita, a
qual é de grande interesse na ciéncia dos materiais
por apresentar propriedades elétricas, magnéticas e
Opticas caracteristicas, sendo matrizes promissoras
para a obtencdo de materiais cintiladores™.
Compostos contendo Gd** na matriz tém potencial
aplicagdo na area da cintilacdo devido a elevada
densidade desses materiais e grande capacidade de
absorcdo de radiacdes ionizantes. O fon Tb*" é
extensamente utilizado como ativador em matrizes
inorganicas e em geral Ce* é utilizado como fon
sensibilizador. No entanto, Ce** pode ser facilmente
oxidado a Ce™, que atua como um supressor da
luminescéncia. Por outro lado, Yb** pode atuar como
sensibilizador, sem passar por processos de
oxidacdo. Neste trabalho, ¢é estudada a
luminescéncia com excitagdo por raios X (XEOL) de
baixa energia do GdAIO;:Th*" e GdAIO;:Th* Yb*
obtidos pelo método dos precursores poliméricos a
1100°C por 4h, utilizando diversas concentracfes de
Tb* (1, 2, 3 e 5 at.%) e Yb* (0,5, 2, 5, 10 e 15
at.%). As amostras foram caracterizadas por
difratometria de raios X (DRX), espectroscopia de
absorcdo no infravermelho (IV), espectroscopia de
reflectancia difusa no UV-VIS (RD), espectroscopia
de luminescéncia (FL) e XEOL.

Resultados e Discussao |

Todas as amostras obtidas, independentemente da
concentracao de dopantes utilizadas, apresentaram
difracbes associadas a fase peroviskita GdAIO;
(JCPDS ficha n° 46-395), sem a formacao de fases
espurias. As medidas de reflectancia difusa
indicaram um valor elevado para o band gap do
material, em torno de 5,2 eV, com um pequeno
deslocamento da borda de absor¢cao para menores
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valores de energia nos compostos dopados. Os
espectros de luminescéncia das amostras
GdAIOzTh® e GdAIO;Tb*,Yb* tanto com
excitacdo UV quanto com raios X de baixa energia
(-8 keV), apresentam perfis  espectrais
semelhantes, sendo a transicdo °D; — 'Fs (~550
nm) a mais intensa . O espectro XEOL da amostra
GdAIOa:Tb3+ 2 at.% esta representado na Figura 1.
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Figura 1. Espectro de luminescéncia com excita¢éo
por raios X da amostra GdAIO5 Th** 2,0 at.%.

Em baixas concentracdes (0,5 at.%) o ion Yb**
intensifica a emissé@o sob excitacdo por raios X das
amostras de GdAIO;Tb** Yb®*, mas em geral, é
observado uma diminuicdo da intensidade de
emissdo com o aumento da concentracdo de Yb**
devido a processos nao radiativos de transferéncia
de energia, com forte supressdo das emissdes
provenientes do °D, (destaque na Figura 1).

Conclusodes

Foi verificada intensificacdo da emissdo de Tb* na
técnica de XEOL com baixas concentracbes de
Yb®*. O aumento de sua concentracdo de Yb**
acarreta  supressdo da luminescéncia no
GdAIO;:Th* Yb*, principalmente de emissdes
provenientes do °Ds.
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